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(54) 반도체 기억장치

요약

반도체 기억장치 (25)1는 세어드 센스앰프 방식의 센스 앰프(7)를 구비한다.

센스앰프 (7)의 접속 트랜지스터의 제어전극에 제어 신호 Ø1, Ø2가 공급되도록 스위칭 신호 발생회로 

(253)가 설치된다.

스위칭 신호 발생회로 (253)는 외부 /RAS 신호가 상승한 후, 일정 기간만 승압된 제어신호 Ø1, Ø2를 센

스앰프 7의 접속 트랜지스터의 제어전극에 공급한다.

따라서, 항상 승압된 제어신호 Ø1, Ø2 가 공급되는 경우에 비하여, 소비 전력이 저감된다.

대표도

명세서

[발명의 명칭]
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반도체 기억장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 일 실시예에 의한 반도체 기억 장치로서의 DRAM의 개략 블럭도.

제2도는 제1도의 스위칭 신호 발생회로의 회로도.

제3도는 워드선 WL1이 선택된 정우에 제2도에 나타낸 스위칭 신호 발생 회로의 동작을 설명하기 위한 타
임 차트.

제4도는 워드선 WL2이 선택된 경우에 제2도에 나타낸 스위칭 신호 발생회로의 동작을 설명하기 위한 타임 
차트.

제5도는 본 발명의 다른 실시예에 의한 반도체 기억장치로서의 DRAM의 개략 블록도.

제6도는 제5도의 스위칭 신호발생 회로의 회로도.

제7도는 제6도의 스위칭 신호 발생회로의 동작을 설명하기 위한 타임 차트.

제8도는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 반도체 기억장치로서의 DRAM의 스위칭 신호 발생회로를 나타낸 
도면.

제9도는 제8도에 나타낸 스위칭 신호 발생회로의 동작을 설명하기 위한 타임차트.

제10도는 종래의 반도체 기억장치로서의 DRAM의 개략 불록도.

제11도는 제10도의 센스앰프의 회로도.

제12도는 제10도의 스위칭 신호 발생회로의 회로도.

제13도는 제12도에 나타낸 스위칭 신호 발생회로의 동작을 설명하기 위한 타임 차트.

제14도는 종래의 반도체 기억장치의 다른 DRAM의 개략 블록도.

제15도는 제14도의 셀프 리프레시 신호 발생회로 및 내부 /RAS 발생회로의 내부 구성을 나타낸 블록도.

제16도는 제15도에 나타낸 셀프 리프레시 신호 발생회로 및 내부 /RAS발생 회로의 동작을 설명하기 위한 
타임차트.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 반도체 기억장치에 관한 것으로, 특히 저 소비 전력화를 가능하게 한 반도체 기억장치에 관한 
것이다.

제10도는 종래의 반도체 기억장치의 예로서의 다이내믹 RAM (이하, DRAM 이라 한다)의 개략 블록도이다.

제10도를 참조하면, DRAM (1)은 메모리 셀 어레이부 (3)와, 로우 디코더(9a, 9b)와, 칼럼 디코더(11)와, 
판독/기록  회로(13)와,  어드레스  버퍼(15)와,  어드레스  카운터  (17)와,  스위치  신호  발생회로(19)와, 
/RAS 입력회로(21)와, /CAS 입력회로(23)와, 데이터 출력회로(25)와, 데이터 입력회로(27)와, /WE 입력회
로(29)를 포함한다.

또한, DRAM (1)은 어드레스 입력단자 군(31)과, 외부 /RAS신호 입력단자(33)와, 외부 /CAS 신호 입력단자
(35)와, 데이터 출력단자(37)와, 데이터 입력단자(39)와 /WE 신호 입력단자(41)를 포함한다.

메모리셀 어레이부 (3)는 메모리 셀 어레이(5a, 5b)와 센스앰프 (7)를 포함한다.

메모리셀 어레이 (5a)와 메모리셀 어레이 (5b)의 사이에는 센스앰프(7)가 설치된다.

또, 메모리셀 어레이 (5a, 5b)의 각각은 하나의 트랜지스터와 하나의 커패시터로 구성되는 메모리셀을 복
수개 포함하고, 그 메모리 셀은 어레이상으로 배설되어 있다.

그리고, 행 방향으로 워드선이 각각의 메모리 셀과 접속되어 열 방향으로 비트선이 각각의 메모리셀과 접
속되어 있다.

/RAS 입력회로 (21)에는 외부 /RAS 신호 입력단자 (33)에서 외부 /RAS 신호가 입력되고, 그 출력은 어드
레스 카운터 (17), 어드래스 버퍼 (15) 및 스위치 신호발생회로 (19)에 공급된다.

/CAS 입력회로 (23)에는 외부 /CAS 신호 입력단자 (35)에서 외부 /CAS 신호가 입력되고, 그 출력은 어드
레스 카운터 (17) 및 어드레스 버퍼 (15)에 공급된다.

어드레스 카운터 (17)의 출력은 어드레스 버퍼 (15)에 공급된다. 어드레스 버퍼(15)에는 어드레스 입력단
자 군 (31)에서 어드레스 신호(Ao∼An)가 공급되고, 어드레스 버퍼 (15)는 로우 어드레스 (RA)를 로우 디
코더(9a, 9b)의 각각 및 스위치 신호 발생회로 (19)에 공급한다.

또한, 어드레스 버퍼 (15)는 칼럼 어드레스 (CA)를 칼럼 디코더 (11)에 공급한다.

로우 디코더 (9a)는 메모리셀 어레이 (5a)의 워드선 WL을 로우 어드레스 RA1에 따라 선택하고, 로우 디코
더 (9b)는 메모리셀 어레이 (5b)의 워드선 WL을 로우어드레스 RA2에 따라 선택한다.

칼럼 디코더 (11)는 메모리셀 어레이 (5a, 5b)의 각각의 비트선 BL(쌍)을 칼럼어드레스 CA에 따라 선택한
다.

선택된 비트선 BL은 I/O 선에 접속된다.
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I/O 선은 판독/기록 회로 (13)에 접속되어 있다.

판독/기록 회로 (13)에는 데이터 입력회로 (27)의 출력이 공급되고, 판독/기록 회로(13)의 출력은 데이터 
출력 회로 (25)에 공급된다.

데이터 출력 회로 (25) 및 데이터 입력회로 (27)에는 /WE 입력회로 (29)의 출력이 공급된다.

/WE 입력회로 (29)에는 /WE 신호 입력단자 (41)에서 라이트 이네이블 /WE 신호가 공급된다.

따라서, /WE 입력회로 (29)는 기록을 위한 라이트 이네이블 /WE 신호를 특히 데이터 입력회로 (27)에 공
급하고, 데이터 입력회로(27)가 데이터 입력단자 (39)에서 공급되는 데이터를 판독/ 기록회로 (13)에 공
급한다.

이와 반대로, /WE 입력회로 (29)는 데이터 출력 회로 (25)가 판독/기록 회로(13)에서 공급되는 판독된 데
이터를 데이터 출력단자 (37)에 공급하도록 동작한다.

제11도는 제10도의 센스앰프의 회로도이고, 제12도는 제10도의 스위치신호 발생회로의 회로도이다.

제11도를 참조하면, 센스앰프 (SA)(7)는 N채널 MOS 트랜지스터 (이하, NMOS라 한다.) Q5, Q6, Q7 및 P채
널 MOS 트랜지스터 (이하, PMOS라 한다.) Q8, Q9, Q10 에 의해 구성된다.

그리고, 센스앰프 (7)는 메모리셀 어레이 (5a)의 비트선 쌍 BL1, /BL1에 접속트랜지스터 Q1, Q2 를 통하
여 접속되어 메모리셀 어레이 (5b)의 비트선쌍 BL2, ,/BL2에 접속 트랜지스터 Q3,Q4를 통하여 접속된다.

접속 트랜지스터 Q1,Q2,Q3,Q4 는 NMOS 이다.

이와 같이, 하나의 센스앰프에 두 개의 비트선 쌍이 접속 트랜지스터를 통하여 접속되는 구성은 세어드
(shared) 센스앰프 방식으로 불리게 된다.

그리고, 이 세어드 센스앰프 방식의 센스앰프는 근년의 대용량 DRAM에서 사용되고 있다.

그런데, 비트선 BL1과 워드선 WL1에는 하나의 트랜지스터 및 하나의 커패시터로 구성에서 되는 메모리 셀 
MC1이 접속되고, 비트선 BL2과 워드선 WL2에는 메모리셀 MC2이 접속되어 있다.

센스앰프 (7)는 이와 같은 메모리 셀 MC1, MC2에 대하여 데이터의 기록,기억 또는 판독을 행한다.

그리고, 판독 등이 행하여 지기 위해서는, 비트선 쌍 BL1, /BL1 또는 비트선 쌍 BL2, /BL2 중의 어느 것
이 센스앰프 (7)에 접속될 필요가 있다.

그 때문에, 접속 트랜지스터 Q1, Q2 의 각각의 제어전극에 제어신호 Ø1가 제공 되어 접속 트랜지스터 Q3, 

Q4의 각각의 제어 전극에 제어신호 Ø2 가 제공되어 있다.

메모리셀 MC1, MC2의 각각에 데이터가 빠짐없이 기록되기 위해서는 센스앰프(7)는 전원 전위 레벨까지 증
폭된 신호를 접속 트랜지스터 Q1, Q2, Q3, Q4를 통하여도, 전위 저하를 일으키지 않고 메모리 셀 MC1, 
MC2 까지 전송될 필요가 있다.

접속 트랜지스터 Q1, Q2, Q3, Q4는 NMOS로 구성되어 있기 때문에, 접속 트랜지스터에 입력되는 제어신호 
Ø1, Ø2는 전원전위 레벨 이상으로 승압될 필요가 생긴다.

여기에서 스위치 신호 발생회로 (19)는 제12도에 도시된 챠지 펌프회로 (103)와 챠지 펌프회로 (107)를 
포함한다.

또한, 스위치 신호 발생회로 (19)는 인버터 (101a, 101b, 101c)와, 발진회로 (105)와, PMOS (109a, 109
b)와, NMOS (111a, 111b와, NAND 게이트 (113)를 포함한다.

챠지 펌프회로 (103)는 /RAS 입력회로 (21)에서 제공되는 외부 /RAS에 따라서 동작한다.

챠지 펌프회로 (107)는 발진 회로 (105)가 출력하는 신호 Øc에 따라서 항상 동작하고 있다.

챠지 펌프회로 (103) 및 챠지 폄프회로 (107)에 의하여 승압신호 ØH 가 발생하고 있다.

승압신호 ØH 는 PMOS (109b)를 통하여 제어신호 Ø1 또는 Ø2 로서 출력된다.

즉,  외부  /RAS  및  로우  어드레스  RA의  신호레벨에  따라서  NAND  게이트  (113)는  H  레벨의  신호를 
출력한다.

이에 의해, NMOS (111a)는 온(ON)상태로 되고, NMOS (111b)는 오프(OFF)상태로 된다.

그리고, NMOS (111a)를 통하여 접지 전위인 L 레벨의 신호가 PMOS (109b)의 제어전극에 공급되어 PMOS 
(109b)는 온 상태로 된다.

따라서, 승압신호 ØH가 PMOS (109b)를 통하여 PMOS (109a)의 제어전극에 공급되어 PMOS (109a)는 오프 상

태로 된다.

또한, 승압신호 ØH가 PMOS (109b)를 통하여 제어신호 Ø1 또는 Ø2 로서 출력된다.

이와 같이, NAND 게이트 (113)에 공급되는 어드레스 신호 RA에 따라서 제어신호 Ø1(Ø2)가 발생된다.

제13도는 제11도의 센스앰프와 제12도의 스위치 신호 발생회로를 필요로 하는 신호의 타임 차트이고, 제
13도 (a)는 외부 /RAS의 타임 차트이고, 제13도 (b)는 발진회로에서 출력되는 신호 ØC의 타임 차트이고, 

제13도 (c)는 승압신호 ØH의 타임 차트이고, 제13도 (d)는 로우 어드레스 RA1, RA2 의 타임 차트이고, 제
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13도 (e)는 접속 트랜지스터에 공급되는 제어신호 Ø1, Ø2의 타임 차트이고, 제13도 (f)는 워드선 WL1, 

WL2의 타임 차트이고, 제13도 (g)는 비트선쌍 BL1, / BL1의 타임 차트이고, 제13도 (h)는 비트선 쌍 BL2, 
/BL2의 타임 차트이다.

다음에, 제13도를 사용하여 제11도 및 제12도에 나타낸 회로의 동작을 설명한다.

우선, 외부 /RAS가 H 레벨의 상태(스탠바이 상태 )에서도, 발진 회로 (105)는 동작하고 있다.

따라서, 챠지 펌프회로 (107)는 승압 레벨이 승압 신호 ØH를 발생하고 있다.

다음에, 외부 /RAS가 L 레벨로 변화하면, 로우 어드레스 RA1(RA2)가 취하여진다.

예컨대, 제13도에서는 로우 어드래스 RA1가 H 레벨로 되어 있어 워드선 WL1이 선택되는 경우가 도시되어 
있다.

그 때문에, 비트선 쌍 BL1, /BL1과 함께 센스앰프 (7)를 공유하는 비트선 쌍 BL2, /BL2이 센스앰프 (7)로
부터 분리될 필요가 있다. 여기에서, 제어신호 Ø2는 L레벨로 되어 있다.

그 후, 워드선 WL1이 선택되어 H 레벨로 되어있다. 따라서, 메모리셀 MC1의 데이터가 비트선 BL1에서 판
독되고, 센스앰프 (7)는 비트선 BL1과 비트선 /BL1의 전위차를 증폭한다.

이와 같이, 외부 /RAS가 L 레벨로 되어 액세스가 행하여 진다.

그 후, 외부 /RAS 신호가 H 레벨로 되어 워드선 WL1은 L 레벨로 된다.

이때, 메모리셀 MC1에는 센스앰프 (7)에 의해 증폭된 데이터가 재차 기록된다.

이 동작을 리스토어(restore)동작이라 한다.

다음에, 제어신호 Ø2가 L 레벨에서 H 레벨로 되고, 접속 트랜지스터는 전체 대기 상태로 된다.

한편, 최근에 대용량 메모리가 포터블 기기에 넓리 사용되고 있다.

그리고, 메모리를 액세스하는 경우 저 소비 전력화가 도모되고, 특히 데이터 유지시의 저 소비 전력화를 
도모한 셀프 리프레시 기능을 가지는 DRAM이 개발되었다.

여기에서, 셀프 리프레시 기능이란 외부에서 일정 조건의 입력 시퀀스가 제공되면 DRAM의 칩 내부에 자동
적으로 전 메모리셀의 데이터가 차례로 리프레시되어 데이터의 유지가 가능하게 되도록한 기능이다.

제14도는 그와 같은 셀프 리프레시 기능을 가지는 DRAM의 개략 블록도이고, 제15도는 제14도의 셀프 리프
레시 신호 발생회로 및 내부 /RAS 발생회로를 나타낸 블록도이다.

이하, 제14도를 참조하여, 제10도에 나타낸 DRAM (1)과 다른 부분에 관하여 설명한다.

제14도에 나타낸 DRAM (151)은 셀프 리프레시 신호 발생회로 (153)와 내부 /RAS 발생회로 (155)를 포함한
다.

셀프 리프레시 신호 발생회로 (153)에는 외부 /RAS 신호 입력단자 (33)에서 입력되는 외부 /RAS가 입력되
고, 또한 외부 /CAS 신호 입력단자 (35)에서 입력되는 외부 /CAS 신호도 입력된다.

셀프 리프레시 신호 발생회로 (153)는 이들 2개의 신호에 의거하여 셀프 리프레시 신호 ØSELF를 /RAS 입력

회로 (21) 및 내부 /RAS 발생회로 (155)에 공급한다.

내부 /RAS  발생회로 (155)는 공급된 셀프 리프레시 신호 ØSELF에  의거하여 내부(INT)  /RAS를 발생하고 

/RAS 입력회로 (21)에 인가한다.

셀프 리프레시 신호 발생회로 (153) 및 내부 /RAS 발생회로 (155)는 제15도에 나타낸 바와 같은 구성을 
하고 있다.

즉,  셀프  리프레시  신호  발생회로  (153)  및  내부  /RAS  발생회로(155)는  CBR(/RAS전의  /CAS)검출회로 
(291)와, 타이머 회로 (203)와, 발진회로 (205)와, 분주 회로(207)를 포함한다.

CBR 검출회로 (201)에는 외부 /RAS 및 외부 /CAS 가 입력되고, 그의 출력은 타이머 회로 (203)에 공급된
다.

타이머 회로 (203)에서 셀프 리프레시 신호 ØSELF가 출력된다.

셀프 리프레시 신호 ØSELF는 분주회로 (207)에 공급되고, 분주회로 (207)는 발진회로 (205)의 출력인 신호 

Øc 와 셀프 리프레시 신호 ØSELF에 의거하여 내부/RAS를 출력한다.

제16도는 제15도에 나타낸 셀프 리프레시 신호 발생회로 및 내부 /RAS 발생회로의 동작을 설명하기 위한 
도면이고,  제16도 (a)는 외부 /RAS의 타임 챠트이고,  제16도 (b)는 외부 /CAS  타임 차트이고,  제16도 
(c)는 신호 Øc의 타임차트이고. 제16도 (d)는 셀프 리프레시 신호 ØSELF의 타임 차트이고, 제16도 (e)는 

내부 /RAS의 타임 차트이고, 제16도 (f)는 제어신호 Ø1, Ø2의 타임 차트이다.

제16도를 참조하면, 먼저, 셀프 리프레시 시에는 외부 /RAS가 H 레벨에서 L 레벨로 변화하기 전에, 외부 
/CAS가 H 레벨에서 L 레벨로 변화한다.

이것을 CBR 검출회로 (201)가 검출한다.

그리고, 그의 검출 결과에 의하여 타이머 회로 (203)가 동작한다.
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다음에, 외부 /RAS가 L 레벨 외부 /CAS가 L 레벨의 기간이 어느 일정 기간이상으로 되면, 타이머 회로 
(203)가 셀프 리프레시 신호 ØSELF를 발생한다.

다음에, 셀프 리프레시 신호 ØSELF가 발생되는 것에 의해, 분주회로 (207)는 발진신호 Øc를 분주한 일정 

주기마다 내부 /RAS 신호를 발생한다.

그리고, 내부 어드레스 카운터 (17)에 의하여 의도적으로 리프레시가 행하여진다.

이와 같은 셀프 리프레시 기능을 가지는 DRAM (151)에 있어서도 스위치 신호발생회로 (19)는 내부 /RAS 
가 L 레벨로 되는 것에 수반하여 제어신호 Ø1 또는 Ø  2 를 발생하고, 그 후 리스토어 동작을 행하게 된

다.

그런데, 외부 /RAS 또는 내부 /RAS가 레벨 변화를 행하는 1사이클에서도 제어신호 Ø1(Ø2)가 발생하기 때

문에, 스위치 신호 발생회로는 접속 트랜지스터의 제어전극을 충전 하는데 승압신호 ØH의 전압을 소비한

다.

이 소비가 보충되기 위하여, 외부 /RAS 신호 또는 내부 /RAS신호에 의하여 챠지펌프회로 (103)가 동작하
고 승압신호 ØH의 충전을 행하고 있다.

이것에 의하여 전위의 레벨 저하가 방지된다.

그렇지만, 외부 /RAS신호 또는 내부 /RAS의 사이클 시간이 긴 경우에는 누설 전류에 의하여 승압신호 ØH

의 레벨이 저하한다.

이 레벨 저하에 의하여, 리스토어 동작시에는 센스앰프로 증폭된 신호가 충분히 메모리셀에 기록되지 않
은 경우가 있다.

이에 수반하여, 데이터 기억시간이 짧게되는 경우도 생긴다. 거기에는 항상 동작하는 챠지 펌프회로가 설
치되어 있으므로, 정기적으로 승압신호 ØH가 승압되어 레벨 저하가 방지된다.

이와 같이, 항상 동작하는 챠지 펌프회로가 설치되어 있으므로, 소비 전력은 크게은 크게된다.

그러므로, 본 발명의 목적은 스위치 신호 발생회로에서의 소비전력을 억제하는 것이 가능한 반도체 기억
장치를 제공하는 것이다.

본 발명의 일 국면에 따르면, 제 1 비트선 쌍(BL1, /BL1)과, 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)과, 센스앰프
(7)와, 제어신호 발생부(253, 353, 451)와, 제 1 접속 트랜지스터(Q1, Q2)와, 제 2 접속 트랜지스터 (Q3, 
Q4)를 구비한 반도체 기억장치가 제공된다.

제 1 비트선 쌍(BL1, /BL1)중의 한편의 비트선 (BL1)에 메모리 셀 (MC1)이 접속된다.

제 2 비트선 쌍(BL2, /BL2)중의 한편의 비트선 (BL2)에 메모리 셀(MC2)이 접속된다.

센스앰프(7)는 제 1 비트선 쌍(BL1 /BL1) 또는 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)의 전위를 증폭한다.

제어신호 발생부 (253, 353, 451)는 일정 기간만 전원 전위 레벨보다도 높은 승압전위 레벨의 제1 제어신
호 (Q1) 또는 제2 제어신호(Ø2)를 발생한다.

제 1 접속 트랜지스터 (Q1, Q2)는 제어신호 발생부 (253,353,451)가 발생하는 제1 제어신호 (Ø1)가 그의 

제어전극에 공급되는 것에 따라서 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)과 센스앰프 (7)를 접속한다.

제 2 접속 트랜지스터 (Q3, Q4)는 제어신호 발생부 (253, 353, 451)가 발생하는 제2 제어신호 (Ø2)가 그

의 제어전극에 공급되는 것에 따라서 제 2 비트선 쌍(BL2, /BL2)과 센스앰프 (7)를 접속한다.

따라서, 이 국면에 의하면 일정 기간만 전원 전위 레벨보다도 높은 승압전위 레벨의 제1 제어신호 또는 
제2 제어신호가 발생되어, 제 1 접속 트랜지스터 또는 제 2 접속 트랜지스터의 제어전극에 공급된다.

그 때문에, 항상 승압 전위레벨의 제1 제어신호 또는 제2 제어신호가 발생되는 경우에 비하여, 저 소비 
전력화가 도모된다.

본 발명의 다른 국면에서는 제 1 비트선 쌍 (BL1,  /BL1)과, 제 2 비트선 쌍 (BL2,  /BL2)과, 센스앰프 
(7)와, 제어신호 발생부 (451)와, 제1접속 트랜지스터 (Q1, Q2)와, 제2접속 트랜지스터 (Q3,Q4)와, 입력
부 (21)와, 셀프 리프레시 신호발생부(153)와, 내부 제어신호 발생부 (155)를 구비한 반도체 기억장치가 
제공된다.

제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)중의 한편의 비트선 (BL1)에 메모리 셀(MC1)이 접속된다.

제 2 비트선 쌍(BL2, /BL2)중의 한편의 비트선 (BL2)에 메모리 셀 (MC2)이 접속된다.

센스앰프 (7)는 제 1 비트선 쌍 (BL1/ BL1) 또는 제 2 비트선 쌍 (BL2/ BL2)의 전위를 증폭한다.

제어신호 발생부 (451)는 제1 제어신호 (Q1) 또는 제2 제어신호(Q2)를 발생한다.

제 1 접속 트랜지스터(Q1,Q2)는 제어신호 발생부(451)가 발생하는 제1 제어신호(Ø1)가 그의 제어전극에 

공급되는 것에 따라서 제 1 비트선 쌍(BL1, /BL1)과 센스앰프 (7)를 접속한다.

제 2 접속 트랜지스터 (Q3,Q4)는 제어신호 발생부 (451)가 발생하는 제2 제어신호(Ø2)가 그의 제어전극에 

공급되는 것에 따라서 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)과 센스앰프 (7)를 접속한다.
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입력부 (21)는 외부 제어신호 (외부 /RAS)가 제공되어 그것을 내부에 입력한다.

셀프 리프레시 신호 발생부 (153)는 입력부 (21)가 입력하는 외부 제어신호 (외부 /RAS)에 의거하여 제 1 
비트선 쌍 (BL1,  /BL1)의  한편의 비트선 (BL1)에  접속된 메모리셀 (MC1)  또는 제 2  비트선 쌍 (BL2, 
/BL2)의 한편의 비트선 (BL2)에 접속된 메모리셀 (MC2)의 데이터를 셀프 리프레시 하기 위한 셀프 리프레
시 신호 (ØSELF)를 발생한다.

내부 제어신호 발생부 (155)는 셀프 리프레시 신호 발생부 (153)가 발생하는 셀프리프레시 신호 (ØSELF)에 

의거하여 내부 제어신호 (내부 /RAS)를 발생한다.

그리고, 제어신호 발생부 (451)는 통상 동작시에는 전원 전위 레벨 보다도 높은 승압 전위 레벨의 제 1 
접속 트랜지스터 (Q1,Q2)에 전달되는 제1 제어신호(Ø1) 또는 제 2 접속 트랜지스터 (Q3,Q4)에 공급되는 

제2 제어신호 (Ø2)를 발생하고, 셀프 리프레시 동작시에는 내부 제어신호 발생부 (155)가 발생하는 내부

제어 신호(내부 /RAS)의 레벨이 변화한 후, 그의 에지에 따라서 일정 기간만 전원 전위 레벨보다도 높은 
승압전위 레벨의 제 1 접속 트랜지스터(Q1,Q2)에 공급되는 제1 제어신호(Q1) 또는 제 2 접속 트랜지스터
(Q3,Q4)에 공급되는 제 2 제어신호 (Ø2)를 스위치하여 발생하기 위한 스위칭부(459a, 459b, 459c, 461, 

455)를 포함한다.

따라서 이 국면에 의하면 통상 동작시에는 항상 전원 전위 레벌보다도 높은 승압전위 레벨의 제 1 제어신
호 또는 제 2 제어신호가 제 1 접속 트랜지스터 또는 제 2 접속 트랜지스터로 공급되므로, 시간 지연이 
생기지 않는 액세스가 가능하게 된다.

또한, 셀프 리프레시 동작시에는 일정 기간만 전원전위 레벨보다도 높은 승압 전위 레벨의 제 1 제어신호 
또는 제 2 제어신호가 제 1 접속 트랜지스터 또는 제 2 접속 트랜지스터에 공급되므로 저 소비 전력화가 
도모된다.

이하, 제1도 및 제2도를 참조하여 제10도 및 제12도에 나타낸 종례예와 다른 부분에 관하여 설명한다.

제1도에 도시된 DRAM (251)은 제10도에 나타낸 종래의 DRAM (1)의 스위치신호 발생회로 (19)대신에 스위
치 신호 발생회로 (253)를 구비한다.

스위치 신호 발생회로 (253)는 제2도에 나타낸 바와 같은 회로구성을 하고있다.

즉, 스위치 신호 발생회로 (253)는 승압회로 (301)와, 지연회로 (303)와, 3NAND게이트 (305)와, NAND 게
이트 (307a, 307b)와, 인버터 (309a, 309b)와, PMOS(311)와, NMOS (313)를 포함한다.

승압회로 (301)는 PMOS (315)와 인버터 (317a, 317b)와 커패시터 (319)를 포함한다.

지연회로 (303)는 인버터 (321a∼321d)를 포함한다.

다음에 접속에 관하여 설명한다.

외부 /RAS는 3NAND 게이트 (305)와, 지연회로 (303)의 인버터 (321a) 및 NAND게이트 (307a)에 입력된다.

인버터 (321a)의 출력은 인버터 (321b, 321c)를 통하여, 3NAND 게이트 (305)에 신호 N1로서 입력된다.

또한, 인버터 (321a)의 출력은 인버터 (321b, 321c, 321d)를 통하여 NAND 게이트(307a)에 신호 N2로서 입
력된다.

3NAND 게이트 (305)의 출력은 인버터 (309a)를 통하여 승압회로 (301)에 입력된다.

특히, 인버터 (309a)의 출력은 승압회로 (301)의 인버터 (317a) 및 PMOS (315)의 제어전극에 입력된다.

PMOS (315)는 소스/드레인의 한편이 전원전위 Vcc에 접속되어 있다. 또, PMOS(315)의 소스/드레인의 다른
편은 커패시터 (319)의 한편의 전극에 접속되어 동일하게 PMOS (311)의 소스/드레인의 한편에 접속되어 
있다.

커패시터 (319)의 다른편의 전극에는 인버터 (317a)의 출력이 인버터 (317b)를 통하여 공급된다.

한편, NAND 게이트 (307a)의 출력은 NAND 게이트 (307b)에 입력된다. NAND게이트 (307b)에는 로우 어드레
스 신호 RA2가 입력되어 있다. NAND 게이트(307b)의 출력은 인버터 (309b)를 통하여 PMOS (311) 및 NMOS 
(313)의 제어전극에 공급된다.

NMOS (313)의 소스/드레인의 한편은 접지전위에 접속되어 있다. PMOS (311) 및 NMOS (313)외 소스/드레인
의 다른편의 각각은 서로 접속되어 있으므로, 거기에서 제어신호 Ø1가 출력된다. 

제3도는 워드선 WL1이 선택되는 경우에, 제2도의 스위치 신호 발생회로에서 필요로 하는 신호의 타임 차
트를 도시한 도면이고 , 제3도(a)는 외부 /RAS의 타임 차트이고, 제3도 (b)는 로우 어드레스 신호 RA1, 
RA2의 타임 차트이고, 제3도 (c)는 신호 N1의 타임 차트이고 , 제3도 (d)는 신호 N2의 타임 차트이고, 제
3도 (e)는 노드 A의 타임 차트이고, 제3도 (f)는 신호 Øx의 타임 차트이고, 제3도 (g)는 노드 B의 타임 

차트이고, 제3도 (h)는 제어신호 Ø1의 타임 차트이다.

다음에, 제3도 및 제2도를 참조하여, 워드선 WL1이 선택되는 경우, 즉 메모리셀 M1이 선택되는 경우에 관
하여 설명한다.

우선, 외부 /RAS가 H 레벨에서 L 레벨로 변화한다.

이 신호 레벨의 변화에 의해, 로우 어드레스 신호 RA1가 L 레벨에서 H 레벨로 되고, 로우 어드레스 신호 
RA2가 L 레벨로 된다.
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신호 N1과 신호 N2는 지연회로 (303)에 의하여 외부 /RAS의 역상및 동기의 지연신호로 되어있다.

따라서, 외부 /RAS와 지연회로 (303)의 출력인 신호 N1에 외해, 3NAND 게이트(305)는 H 레벨을 출력하고, 
인버터 (309a)에 의하여 노드 A는 L 레벨로 되어있다.

그 때문에, PMOS (315)가 온 상태로 되고, 신호 Øx는 전원 전위 Vcc로 되어있다.

한편, NAND 게이트 (307a)의 출력은 지연회로 (303)의 출력인 신호 N2와 외부 /RAS에 의하여 H 레벨이다.

NAND 게이트 (307b)는 NAND 게이트 (307a)의 출력과 로우 어드레스 신호 RA2에 의하여 H 레벨의 신호를 
출력한다.

그리고, 그 신호는 인버터 309b에 의하여 반전되고, 노드 B는 L 레벨로 된다.

이 노드 B의 L 레벨의 신호를 받는 PMOS 311 는 온 상태로 되고, 노드 B의 L 레벨의 신호를 받는 NMOS 
313는 오프상태로 된다.

따라서, 신호 Øx의 전위 레벨인 전원 전위 레벨 Vcc이 PMOS (311)를 롱하여 제어신호 Ø1로서 출력된다. 

그리고, 외부 /RAS의 상태가 L 레벨로 일정기간 계속된 후, 외부 /RAS가 H레벨로 상승한다.

이에 의해, 3NAND 게이트 (305)의 출력은 외부 /RAS 신호 N1 및 로우 어드레스 RA1가 함께 H 레벨의 시간 
만큼 L 레벨의 신호를 출력한다.

인버터 (309a)의 출력은 그 시간 만큼 H 레벨로 되고 노드 A는 H 레벨로 된다. 따라서, PMOS (315)는 오
프 상태로 되고 커패시터 (319)의 인버터 (317b)측에 접속된 전극은 H 레벨로 된다.

이에 의해, 신호 Øx는 전원 전위 Vcc보다도 높은 승압 전위레벨로 그 시간만큼 승압된다.

그리고, 승압된 Øx는 PMOS (311)를 통하여 승압된 제어신호 Ø1로서 출력된다. 

그 후, 지연회로 (303)의 출력인 신호 N1가 L 레벨로 되기 때문에, 노드 A는 H 레벨에서 L 레벨로 되돌아 
간다.

따라서, 신호 Øx는 승압전위 레벨에서 전원전위 레벨로 되돌아 간다.

즉, 외부 /RAS가 상승 후 일정기간 제어신호 Ø1는 전원전위 레벨보다도 높은 승압전위 레벨로 승압된다.

이에 의해. 제1도에 나타낸 센스앰프의 접속 트랜지스터 Q1, Q2는 확실하게 온 상태로 되고, 센스앰프 
(7)의 데이터가 메모리 셀 MC1에 충분히 보내지게 된다. 

따라서, 리스토어 동작이 확실히 행하여지게 된다.

제4도는 워드선 WL2이 선택된 경우의 스위칭 회로에 필요한 신호의 타임 차트이고,  제4도 (a)는 외부 
/RAS의 타임 차트이고, 제4도 (b)는 로우 어드레스신호 RA1, RA2의 타임 차트이고, 제4도 (c)는 노드 A의 
타임 차트이고, 제4도 (d)는 신호 Øx의 타임 차트이고, 제4도 (e)는 노드 B의 타임 차트이고, 제4도 (f)

는 제어신호 Ø1의 타임 차트이다.

다음에, 제4도 및 제2도를 참조하여 워드선 WL2이 선택된 경우, 즉 메모리 셀 MC2이 선택된 경우의 동작
에 관하여 설명한다.

우선, 외부 /RAS가 H 레벨에서 L 레벨로 레벨 변환된다. 

그리고, 로우 어드레스 신호 RA2가 L 레벨에서 H 레벨로 변화하고, 로우 어드레스 신호 RA1는 L레벨 그대
로 이다. 

외부 /RAS가 입력되는 NAND 게이트 (307a)는 H 레벨의 신호를 출력하고 이 신호와 로우 어드레스 신호 
RA2를 받는 NAND 게이트 (307b)의 출력은 L 레벨로 된다.

따라서, 인버터 (309b)의 출력은 H 레벨로 되고 노드 B도 H 레벨로 된다.

따라서, PMOS (311)는 오프 상태로 되고 NMOS (313)는 온 상태로 된다.

그리고, 제어신호 Ø1는 NMOS (313)에 접속된 접지전위에 의하여 L 레벨로 된다.

즉. 메모리셀 MC2이 선택되는 경우에는 메모리 셀 MC1은 센스앰프 (7)에서 분리된다.

이와 같이, 제어신호 Ø1 또는 Ø2는 외부 /RAS의 상승 후, 일정 기간만 승압되고 상응하는 제어신호 Ø2 

또는 Ø1는 L 레벨로 된다.

또한, 제2도에는 제어신호 Ø1를 발생하는 회로를 나타내고 있지만, 제어신호 Ø2를 발생하는 회로는 로우 

어드레스 RA1와 로우 어드레스 RA2가 교체된 회로 이다.

이상과 같이 하여, 한편의 비트선 쌍이 센스앰프에 접속된 후에는 워드선 WL1 또는 WL2이 상승하는 것에 
의해, 메모리 셀 MC1 또는 MC2의 미소 전위가 비트선 BL1 또는 BL2에서 판독된다.

비트선 BL1 또는 BL2는 초기 상태로 전원전위 레벨과 접지전위 레벨의 중간전위에 유지되어 있으므로, 메
모리 셀 MC1 또는 MC2에서의 전하에 의하여 미소진폭이 얻어진다.

따라서, 접속 트랜지스터 Q1 또는 Q3의 제어전극에 입력되는 제어신호 Ø1 또는 Ø2가 승압되어 있지 않아
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도, 비트선 BL1 또는 BL2의 전위 변화는 충분히 센스앰프(7)에 전달된다.

한편, 리스토어 시에는 외부 /RAS의 상승 후에, 리스토어에 필요한 일정 기간만큼 즉, 지연 회로 (303)로
의 지연 시간만큼 제어신호 Ø1 또는 Ø2가 승압된다.

따라서, 센스앰프 (7)에 의하여 증폭된 신호는 충분히 메모리 셀 MC1 또는 MC2에 기록된다.

그 때문에, 종래의 스위치 신호 발생회로 (19)에 필요한 챠지 펌프회로 (107)는 불요하게 된다.

이 챠지 펌프회로 (107)는 계속적으로 동작하게 되어 있었으므로 그 만큼 소비전력이 저감된다.

제5도는 본 발명의 다른 실시예에 의한 반도체 기억장치로서의 DRAM의 개략 블록도이다.

이하, 제14도에 나타낸 종래예와 다른 부분에 관하여 설명한다.

즉, 제14도에 나타낸 스위치 신호 발생회로 (19)의 대신에 본 실시예의 DRAM(351)은 스위치 신호 발생회
로 (353)을 포함한다.

스위치 신호 발생회로 (353)는 제6도에 나타낸 바와 같은 회로이다.

즉, 제6도에 나타낸 스위치 신호 발생회로 (353)는 거의 제2도에 나타낸 스위치 신호 발생회로 (253)와 
동일하다.

다르게된 부분은 제5도에 나타낸 DRAM (351)이 셀프 리프레시 기능을 가지기 위하여 셀프 리프레시 신호 
발생회로 (153) 및 내부 /RAS 발생회로 (155)를 가지고 있으므로, 스위치 신호 발생회로 (253)가 셀프 리
프레시 시에는 외부 /RAS가 아닌 내부 /RAS에 따라서 동작하는 것이다.

즉, 스위치 신호 발생회로 (353)는 제2도의 외부 /RAS가 입력되는 3NAND 게이트 (305), 지연회로 (303) 
및 NAND 게이트 (307a)의 대신에 3NAND 게이트(401), 지연회로 (403) 및 NAND 게이트 (405)를 구비한다.

3NAND 게이트 (401), 지연회로 (403) 및 NAND 게이트 (405)에는 내부(INT)/RAS가 입력된다.

제7도는 제6도에 나타낸 스위치 신호 발생회로로 표시되는 신호의 타임 차트이고, 제7도 (a)는 외부 /RAS
의 타임 차트이고, 제7도 (b)는 외부 /CAS의 타임 차트이고, 제7도 (c)는 내부 /RAS의 타임 차트이고, 제
7도 (d)는 제어신호 Ø1, Ø2의 타임 차트이다.

제7도를 참조하여 간단하게 동작에 관하여 설명한다.

상술한 바와 같이, 셀프 리프레시 동작시에는 외부 /RAS가 H  레벨에서 L  레벨로 변화하기 전에, 외부 
/CAS가 H 레벨에서 L 레벨로 변화한다.

그후, 일정 기간 외부 /RAS 및 외부 /CAS가 L 레벨로된 후, 셀프 리프레시 신호 발생회로 (153)에서 셀프 
리프레시 신호 ØSELF가 발생하고, 그에 따라서 내부 /RAS가 L 레벨에서 H 레벨로 된다.

이에 의해, 제어신호 Ø1 또는 Ø2의 전위레벨이 전원 전위 Vcc보다 높은 승압전위 레벨로 상승하게 된다.

따라서, 제1도에서 제4도를 사용하여 설명한 실시예와 동일하게 제어신호 Ø1 또는 제어신호 Ø2가 항상 

승압전위 레벨로 설정될 필요가 없기 때문에, 그 만큼 셀프 리프레시 시의 저 소비 전력화를 도모하게 된
다.

이에 의해, 셀프 리프레시 동작시의 소비전력에 영향을 받는 휴대용 기기의 수명이 개선된다.

제8도는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 반도체 기억 장치로서 DRAM의 스위치 신호 발생회로를 나타낸 
도면이다.

그런데, 제5도에 나타낸 DRAM (351)에는 통상 동작시에는 외부 /RAS의 상승 후 일정기간 승압된 제어신호 
Ø1 또는 Ø2가 센스앰프 (7)에 공급되어 셀프 리프레시 동작시에는 내부 /RAS의 상승 후, 일정기간 승압

된 제어신호 Ø1또는 Ø2가 센스앰프 (7)에 공급된다.

이와 같은 방법에서는 통상 동작시, 특히 리스토어 동작을 개시하는 경우에 외부 /RAS가 상승한 후, 일정
기간의 승압시간을 필요로 하기 때문에 사이클 타임의 고속화가 곤란하다는 문제점이 있다.

따라서, 제8도에 나타내는 실시예에서 통상 동작시에는 항상 승압전위 레벨로 승압된 제어신호 Ø1 또는 

Ø2가 발생되고, 셀프 리프레시 동작시에는 일정기간만 승압된 제어신호 Ø1 또는 Ø2가 발생되는 스위치 

신호 발생회로를 나타낸다.

제8도를 참조하면, 스위치 신호 발생회로 (451)는 챠지 펌프회로 (453a, 453b)와, 승압회로 (454)와, 발
진회로 (455)와, 지연회로 (457a, 457b)와, NAND 게이트 (459a, 459b, 459c)와, NOR 게이트 (461)와, 인
버터 (463a, 463b)와, PMOS (465a, 465b)와, NMOS (467a, 467b)와, 3NANO 게이트 (469)를 포함한다.

발진회로 (455)는 NOR 게이트 (471)와 인버터 (473a, 473b)를 포함한다.

지연회로 (457a)는 인버터 (475a, 475b, 475c)를 포함한다.

지연회로 (457b)는 인버터 (477a, 477b, 477c)를 포함한다.

승압회로 (454)는 인버터 (481a, 481b)와, 커패시터 (483)와, PMOS (479)를 포함한다.

다음에, 접속에 관하여 설명한다.

외부 /RAS와 셀프 리프레시 신호 ØSELF가 NOR 게이트 (461)에 입력된다.
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NOR  게이트  (461)의  출력은  챠지  펌프회로  (453a)에  입력된다.  셀프  리프레시  신호 ØSELF 는  발진회로 

(455)의 NOR 게이트 (471)에 입력되고 NOR 게이트 (471)에는 인버터 (473b)의 출력도 입력된다.

NOR게이트  (471)의  출력은  인버터  (473a,  473b)를  통하여  신호  Øc로서  챠지  펌프회로  (453b)에 
입력된다.

챠지 펌프회로 (453a, 453b)는 각각 신호를 승압하여 승압신호 ØH를 출력한다.

한편, 내부(INT) /RAS는 NAND 게이트 (459a)에 입력되는 동시에, 지연회로 (457a)의 인버터 (475a)에 입
력된다.

인버터 (475a)의 출력은 인버터 (475b, 475c)를 통하여 NAND 게이트 (459a)에 입력된다.

NAND 게이트 (459a)의 출력은 NAND 게이트 (459b)에 입력된다. NAND 게이트(459b)에는 셀프 리프레시 신
호 ØSELF도 입력된다.

NAND  게이트 (459b)에는 셀프 리프라시 신호 ØSELF 도  입력된다.  NAND  게이트(459b)의  출력은 승압회로 

(454)의 인버터 (481a)에 입력되는 동시에, PMOS (479)의 제어전극에도 공급된다.

PMOS (479)의 소스/드레인의 한편은 전원 전위 Vcc에 접속되고, 다른편은 커패시터 (483)의 한편의 전극
에 접속된다.

커패시터 (483)의 다른편의 전극에는 인버터 (481a)의 출력이 인버터 (481b)를 통하여 공급된다.

그리고, 커패시터 (483)의 한편의 전극에서 승압신호 ØH가 출력된다.

승압 신호 ØH는 PMOS (465a, 465b)의 각각의 소스/드레인의 한편에 공급된다.

PMOS (465a, 465b)의 각각의 소스/드레인의 다른편은 NMOS (467a, 467b)의 한편의 소스/드레인에 접속되
어 있다.

NMOS (467a, 467b)의 다른편의 소스/드레인은 접지전위에 접속되어 있다. 또, NMOS (467a)의 소스/드레인
의 한편은 PMOS (465b)의 제어전극에 접속되고, NMOS (467b)의 소스/드레인의 한편은 PMOS (465a)의 제어
전극에 접속되어 있다.

또, 외부 /RAS가 3NAND 게이트 (469)에 공급되고, 또 지연회로 (457b)의 인버터(477a)에 공급된다.

인버터 (477a)의 출력은 인버터 (477b, 477c)를 통하여 NAND 게이트 (459c)에 공급된다.

NAND 게이트 (459c)에는 셀프 리프레시 신호 ØSELF도 공급된다.

NAND 게이트 (459c)의 출력은 3NAND 게이트 (469)에 공급된다.

3NAND 게이트 (469)의 다른 입력에는 로우 어드레스 신호 RA2(RA1)가 공급된다.

그리고, 3NAND 게이트 (469)의 출력은 인버터 (463b)를 통하여 NMOS (467a)의 제어전극에 공급되고, 또 
인버터 (463a)를 통하여 NMOS (467b)의 제어전극에 공급된다.

그리고, 제어신호 Ø1(Ø2)가 출력된다.

제9도는 제8도에 나타낸 스위치 신호 발생회로에 표시된 신호의 타임 차트이고, 제9도 (a)는 외부 /RAS의 
타임 차트이고, 제9도 (b)는 외부 /CAS의 타임 차트이고 , 제9도 (c)는 셀프 리프레시 신호 ØSELF의 타임 

차트이고, 제9도 (d)는 내부 /RAS의 타임 차트이고, 제9도 (e)는 신호 Øc의 타임 차트이고, 제9도 (f)는 
승압신호 ØH의 타임 차트이고, 제9도 (g)는 노드 C의 타임 차트 이고,

제9도 (h)는 노드 D의 타임 차트이고, 제9도 (i)는 로우 어드레스 RA1,2의 타임 챠트이고, 제9도 (j)는 
제어신호 Ø1 또는 Ø2의 타임 차트이고, 제9도(k)는 워드선 WL1, WL2의 타임 차트이다.

제9도를 참조하여 동작에 관하여 설명한다.

통상 동작시에는 셀프 리프레시 신호 ØSELF는 L 레벨이다.

따라서, NOR 게이트 (461)는 외부 /RAS의 신호 레벨에 따라서 H 레벨 또는 L 레벨의 신호를 출력한다.

그 반대로, 발진회로 (455)는 H 레벨의 신호 Øc를 출력한다. 이와 같은 상태에 의하여 챠지 펌프회로 
(453a, 453b)는 제12도에 나타낸 종래의 챠지 펌프회로 (103, 107)와 동일한 동작을 행한다.

한편, NAND 게이트 (459b)에는 L 레벨의 셀프 리프레시 신호 ØSELF가 입력 되기 때문에, 그 출력은 H 레벨

로 된다. H 레벨의 신호가 승압회로 (454)에 입력된다.

그 때문에, 노드 C는 전원전위 Vcc의 H 레벨 그대로 된다. 따라서 승압회로(454)는 동작하지 않는다.

또, 한편 NAND 게이트 (459c)에도 L 레벨의 셀프 리프레시 신호 ØSELF가 입력되므로, 그의 출력은 H 레벨

이다.

따라서, 3NAND 게이트 (469)는 외부 /RAS 및 로우 어드례스 RA2(RA1)의 레벨에 의하여 그의 출력이 결정
된다.

즉, 이 상태에서는 제12도에 나타낸 인버터 (101b) 및 NAND 게이트 (113)와 3NAND 게이트 (469) 및 인버
터 (463b)의 관계가 등가이다.

17-9

1019950046099



이와 같이 통상 동작시에는 제12도에 나타낸 종래예와 거의 동일하게 동작하므로, 승압신호 ØH는 항상 승

압레벨로 유지된다.

따라서, 항상 승압 레벨의 제어신호 Ø1(Ø2)가 출력된다.

그런데, 셀프 리프레시 동작에 들어가면 이 스위치 신호 발생회로 (451)는 제6도에 나타낸 실시예와 동일
한 작용을 한다.

즉, 셀프 리프레시 동작시에는 셀프 리프레시 신호 ØSELF가 H 레벨로 된다.

따라서, NOR 게이트 (461)의 출력은 L 레벨로 되고, 발진회로 (455)의 NOR 게이트 (471)의 출력도 L레벨
로 되어, 발진회로 (455)의 출력인 신호 Øc도 L 레벨로 된다.

따라서, 챠지 펌프 회로 (453a, 453b)는 함께 동작을 정지한다.

따라서 승압신호 ØH는 전원전위 Vcc의 레벨로 된다.

그 후, 내부 /RAS가 H 레벨에서 L 레벨로 변화한다.

이에 수반하여, NAND 게이트 (459a)는 H 레벨의 신호를 출력한다. 이 NAND게이트 (459a)의 출력이 H 레벨
에 유지되는 기간은 지연회로 (457a)에 의한 지연시간에 상당한다.

그리고, NAND 게이트 (459b)는 입력이 함께 H 레벨에 있는 동안, 즉 지연 회로(457a)의 지연시간 만큼 L 
레벨의 신호를 출력한다.

따라서, PMOS (479)는 온 상태로 되어 승압신호 ØH는 전원전위 Vcc로 유지 된다.

그 후, 내부 /RAS의 상승 후 일정기간 NAND 게이트 (459a)는 L 레벨의 신호를 출력한다. 따라서 NAND게이
트 (459b)도 H레벨의 신호를 그 기간 동안 출력하여 커패시터 (483)를 충전한다.

따라서 커패시터 (483)에서 승압되는 승압신호 ØH가 일정기간만 발생된다.

이에 의해, 제어신호 Ø1도 그 시간만큼 승압되어 출력된다.

이와 같이, 셀프 리프레시 동작시 이외에는 종래와 같이 항상 승압신호 ØH를 발생시켜 셀프 리프레시 동

작시에는 필요한 시간 만큼 승압신호 ØH를 발생시키도록 스위칭 된다.

이에 의해, 통상 동작시에는 외부 /RAS가 L레벨의 사이클 내에서 리스토어 동작을 완료하고, 셀프 리프레
시 동작시에는 내부 /RAS 신호의 상승 후에 리스토어동작을 행하게 되므로 통상의 판독 동작시의 사이클 
타임의 고속화를 방해하지 않고, 셀프 리프레시 동작시의 저 소비 전력화를 도모할 수 있다.

또한, 셀프 리프레시 동작시에는 소비 전력을 저감하기 위하여 리프레시 주기가 매우 길게 설정되는 것이 
바람직하다.

따라서, 내부 /RAS 신호의 상승 후에, 리스토어 동작을 행하게 되어도 고속화에는 어떠한 문제도 없다.

본 발명의 실시예에 의하면 , 제 1 비트선 쌍과 센스앰프와 접속하기 위한 제 1 접속 트랜지스터의 제어
전극에 또는 제 2 비트선 쌍과 센스앰프를 접속하기 위한 제 2 접속 트랜지스터의 제어전극에 일정 기간
만 전원전위 레벨보다도 높은 승압 전위 레벨의 제1 제어신호 또는 제2 제어신호를 각각 공급한다.

그 때문에, 항상 승압전위 레벨에 설정된 제1 제어신호 또는 제 2 제어신호가 발생되는 경우에 비하여, 
소비 전력이 감소될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

한편의 비트선 (BL1)에 메모리셀 (MC1)이 접속되는 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)과, 한편의 비트선 (BL2)
에 메모리셀 (MC2)이 접속되는 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)과, 상기 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1) 또는 상
기 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)의 전위를 증폭하기 위한 센스앰프 (7)와, 일정 기간만 전원 전위 레벨보
다도 높은 승압 전위 레벨의 제 1 제어신호(Ø1) 또는 제 2 제어신호(Ø2)를 발생하기 위한 제어신호 발생

수단(253, 353, 451)과, 상기 제어신호 발생수단 (253, 353, 451)이 발생하는 제 1 제어신호 (Ø1)가 그의 

제어전극에 공급되는 것에 따라서, 상기 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)과 상기 센스앰프 (7)를 접속하는 제 
1 접속 트랜지스터 (Q1, Q2)와, 상기 제어신호 발생수단(253, 353, 451)이 발생하는 제 2 제어신호 (Ø
a)가 그의 제어전극에 공급되는 것에 따라서, 상기 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)과 상기 센스앰프 (7)를 
접속하는 제 2 접속 트랜지스터 (Q3, Q4)를 구비한 반도체 기억장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 제어신호 발생수단 (253, 353, 451)은, 소정의 신호 (내부 /RAS, 외부 /RAS)를 수
신하여, 그 신호 (내부 /RAS, 외부 /RAS)를 일정기간 지연하는 지연수단 (303, 403, 475a)과, 상기 지연
수단 (303, 403, 475a)이 신호 (내부 /RAS, 외부 /RAS)를 지연시킨 일정기간에 대응하여 승압전위 레벨의 
제 1 제어신호 (Ø1) 또는 제 2 제어 신호(Ø2)를 발생하도록, 상기 신호 (내부 /RAS, 외부 /RAS)에 의거

하여 승압신호 (ØH)를 발생하는 승압수단 (301, 454)를 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 3 
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제1항에 있어서, 상기 제어신호 발생수단 (253,353,451)은 상기 제 1 접속 트랜지스터 (Q1, Q2)를 온 혹
은 오프 시키기 위한 제 1 스위칭 신호 (Ø1)를 발생하거나 또는 상기 제 2 접속 트랜지스터 (Q3,Q4)를 온 

혹은 오프시키기 위한 제 2 스위칭 신호 (Ø2)를 발생하는 스위칭 신호 발생회로(253, 353, 451)를 포함 

하는 반도체 기억장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 외부 제어신호 (외부 /RAS)를 수신하여 그 신호를 내부에 입력하기 위한 입력수단(21)을 
더욱 구비하며, 상기 제어신호 발생수단(253, 353, 451)은 통상 동작시에, 상기 입력 수단(21)을 통하여 
입력되는 외부 제어신호 (외부 /RAS)의 레벨 변화의 트레일링(trailing) 에지에 따라서 일정 기간만 전원
전위 레벨보다도 높은 승압 전위레벨의 상기 제 1 접속 트랜지스터 (Q1, Q2)에 공급되는 제 1 제어신호 
(Ø1) 또는 상기 제 2 접속 트랜지스터 (Q3, Q4)에 공급되는 제 2 제어신호 (Ø2)를 발생하는 반도체 기억

장치.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 입력수단 (21)은 외부 /RAS신호를 수신하여 내부에 입력하기 위한 /RAS 입력 회로 
(21)를 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 6 

제1항에 있어서, 외부 제어신호 (외부 /RAS)를 수신하여, 내부에 입력하기 위한 입력수단(21)과, 상기 입
력수단(21)을 통하여 입력되는 외부 제어신호 (외부 /RAS)에 의거하여, 상기 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL
1)의 한편의 비트선 (BL1)에 접속된 메모리셀 (MC1) 또는 상기 제 2 비트선 쌍(BL2, /BL2)의 한편의 비트
선(BL2)에 접속된 메모리셀 (MC2)의 데이터를 셀프 리프레시 하기 위한 셀프 리프레시 신호 (ØSELF)를 발

생하는 셀프 리프레시 신호 발생수단 (153)과, 상기 셀프 리프레시 신호 발생수단(153)에서 발생된 셀프 
리프레시 신호(ØSELF)에 의거하여 내부 제어신호 (내부 /RAS)를 발생하는 내부 제어신호발생 수단 (155)을 

더욱 구비하며, 상기 제어신호 발생수단(253, 353, 451)은 셀프 리프레시 동작시에, 상기 내부제어신호 
발생수단(155)에 의해 발생된 내부 제어신호 (내부 /RAS)의 레벨변화의 트레일링 에지에 따라서, 일정 기
간만 전원전위 레벨보다도 높은 승압전위 레벨의 상기 제 1 접속 트랜지스터 (Q1, Q2)에 공급되는 제 1 
신호 (Ø1) 또는 상기 제 2 접속 트랜지스터 (Q3, Q4)에 공급되는 제 2 제어신호 (Ø2)를 발생하는 반도체 

기억장치.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 입력수단 (21)은 외부/RAS신호를 수신하여 그 신호를 내부에 입력하기 위한 /RAS 
입력 회로 (21)를 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 8 

한편의 비트선 (BL1)에 메모리 셀 (MC1)이 접속되는 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)과, 한편의 비트선 (BL
2)에 메모리 셀 (MC2)이 접속되는 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)과, 상기 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1) 또는 
상기 제 2 비트선쌍 (BL2, /BL2)의 전위를 증폭하기 위한 센스앰프 (7)와, 제 1 제어신호 (Ø1) 또는 제 2 

제어신호 (Ø2)를 발생하는 제어신호 발생 수단 (451)과, 상기 제어신호 발생수단 (451)이 발생하는 제 1 

제어신호 (Ø1)가 그의 제어 전극에 공급되는 것에 따라서, 상기 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)과 상기 센스

앰프 (7)를 접속하기 위한 제 1 접속 트랜지스터(Q1, Q2)와, 상기 제어신호 발생수단 (451)이 발생하는 
제 2 제어신호 (Ø2)가 그의 제어 전극에 제공되는 것에 따라서, 상기 제 2 비트선 쌍(BL2, /)BL2)과 상기 

센스앰프 (7)를 접속하기 위한 제 2 접속 트랜지스터(Q3, Q4)와, 외부 제어신호 (외부 /RAS)를 수신하여 
그 신호를 내부에 입력하기 위한 입력수단(21)과, 상기 입력수단 (21)을 통하여 입력되는 외부 제어신호 
(외부 /RAS)에 의거하여 상기 제 1 비트선 쌍 (BL1, /BL1)의 한편의 비트선 (BL1)에 접속된 메모리 셀
(MC1) 또는 상기 제 2 비트선 쌍 (BL2, /BL2)의 한편의 비트선(BL2)에 접속된 메모리 셀(MC2)의 데이터를 
셀프 리프레시 하기 위한 셀프 리프레시 신호(ØSELF)를 발생하는 셀프 리프레시 신호 발생수단 (153)과, 

상기 셀프 리프레시 신호 발생수단(153)이 발생하는 셀프 리프레시 신호(ØSELF)에 의거하여 내부 제어신호 

(내부 /RAS)를 발생하는 내부 제어신호발생수단(155)을 구비 하며, 상기 제어신호 발생수단(451)은 통상 
동작시에, 상기 제 1 접속 트랜지스터(Q1, Q2)에 공급되는 제 1 제어신호(Ø1)로서 전원전위 레벨보다 높

은 승압전원전위 레벨의 제 3제어신호 또는 상기 제 2접속 트랜지스터 (Q3, Q4)에 공급되는 제 2 제어신
호 (Ø2 )로서 전원전위 레벨보다 높은 승압 전원전위레벨의 제 4  제어신호를 발생하는 제 1 발생수단

(459a, 459b, 459c, 461, 455)과, 셀프 리프레시 동작시에, 상기 내부 제어신호 발생수단 (155)이 발생하
는 내부 제어신호 (내부 /RAS)의 레벨 변화의 트레일링 에지에 따라서, 상기 제 1 접속 트랜지스터(Q1, 
Q2)에 공급되는 제 1 제어신호 (Ø1)로서 전원전위 레벨보다 높은 승압 전위 레벨의 제 5 제어신호 또는 

상기 제 2 접속 트랜지스터(Q3, Q4)에 공급되는 제 2 제어신호 (Ø2)로서 전원전위 레벨보다 높은 승압 전

위 레벨의 제 6 제어신호를 일정 기간만 발생하는 제 2 발생수단을 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 제어신호 발생수단(451)은, 소정의 신호 (내부 /RAS)를 수신하여 그 신호 (내부 
/RAS)를 일정 기간 지연하는 지연수단 (475a)과, 상기 지연 수단(475a)이 신호 (내부 /RAS)를 지연시킨 
일정기간에 대응하여 승압 전위 레벨의 제 1 제어신호 (Ø1) 또는 제 2 제어신호 (Ø2)를 발생하기 위하여 

상기  신호(내부/RAS)에  의거하여  승압신호 (ØH )를  발생하는  승압  수단  (454)을  포함하는  반도체 

기억장치.
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청구항 10 

제8항에 있어서, 상기 제어신호 발생수단 (451)은 상기 제 1 접속 트랜지스터 (Q1, Q2)를 온 혹은 오프시
키기 위한 제 1 스위칭 신호 (Ø1)을 발생하거나 또는 상기 제 2 접속 트랜지스터(Q3, Q4)를 온 혹은 오프

시키기 위한 제 2 스위칭 신호(Ø2)를 발생하는 스위칭 신호 발생회로 (451)를 포함하는 반도체 기억장치.

청구항 11 

제8항에 있어서, 상기 입력수단 (21)는 외부 /RAS신호를 수신하여 그 신호를 내부에 입력하기 위한 /RAS
입력 회로 (21)를 포함하고, 상기 내부 제어신호 발생수단 (155)은 상기 셀프 리프레시 신호 발생수단
(153)이 발생하는 셀프 리프레시 신호 (ØSELF)에 의거하여 내부 /RAS 신호를 발생하는 내부 /RAS 신호 발

생회로 (155)를 포함하는 반도체 기억장치.
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